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Grafen epitaksjalny wytwarzany metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej [1] (ang. Chemical 
Vapor Deposition) na pól-izolacyjnym węgliku krzemu 4H-SiC(0001) i 6H-SiC(0001) stanowi 
doskonałą platformę materiałową dla technologii przyrządowej. Oferowany jest w dwóch odmianach, 
jako quasi-swobodna warstwa pojedyncza [2] i quasi-swobodna warstwa podwójna [3] i charakteryzuje 
się ruchliwością dziur na poziomie 7000 [cm2/Vs].  

W niniejszym wystąpieniu prezentujemy właściwości elektryczne grafenu epitaksjalnego na SiC,  
w szczególności pochodzące z setek eksperymentów dane statystyczne opisujące koncentrację 
samoistną dziur i jej związek z polaryzację spontaniczną charakteryzującą wybrane heksagonalne 
politypy SiC oraz wynikającą z charakterystycznej morfologii powierzchni SiC anizotropię rezystancji 
powierzchniowej grafenu i anizotropię napięcia niezrównoważenia [4].         

Mając na uwadze potencjał aplikacyjny grafenu epitaksjalnego na SiC przedstawiamy próbę jego 
zastosowania w technologii czujnika pola magnetycznego wykorzystującego klasyczny efekt Halla [5], 
wraz z analizą charakterystyki szumów nadmiarowych 1/f, progu czułości i wpływu silikonowej warstwy 
pasywującej, gwarantującej stabilność parametrów elektrycznych. Następnie prezentujemy historię 
rozwoju technologii hermetyzacji czujnika w oparciu o tlenek aluminium otrzymywany metodą 
osadzania warstw atomowych (ang. Atomic Layer Deposition) oraz właściwości elektryczne 
wysokotemperaturowego hallotronu o stabilnej czułości prądowej w zakresie od -193°C do +300°C.  

Potencjał wdrożeniowy grafenowego czujnika pola magnetycznego widzimy w konstrukcji 
bezszczotkowych silników elektrycznych z magnesami stałymi zasilanych napięciem stałym (BLDC)  
i napięciem przemiennym (PMSM) stosowanych w pojazdach o napędzie elektrycznym i obrabiarkach 
sterowanych numerycznie, a także w układach pomiarowych nowego asortymentu przetworników 
prądu oraz jednofazowych i trójfazowych przetworników mocy czynnej. 
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